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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a SOI structure, comprising the following steps: a) providing an initial
substrate made of monocrystalline silicon, having an interstitial oxygen content of between 15 and 27 ppma according to standard
ASTM'79 and a resistivity of less than 200 ohms.cm, the initial substrate being intended to form a carrier substrate for the SOI structure
after having undergone the subsequent step b); b) applying a sequence of heat treatments to the initial substrate while it is devoid, at
least on a front face, of a silicon oxide layer other than optionally a native oxide layer, the sequence consisting of: - a first
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heat treatment defined by a plateau at a temperature higher than 1200°C and lower than 1280°C and with a duration of between 1
second and 60 seconds, by a temperature decrease ramp of between 10°C/s and 70°C/s, and by an argon or argon-hydrogen atmosphere;
followed by - a second heat treatment defined by a plateau at a temperature of between 900°C and 1100°C, without an intermediate step
before this temperature, under a neutral or oxidising atmosphere, in order to form a carrier substrate comprising: - a stripped surface

layer, with a thickness greater than 40 um and having a micro-defect concentration (BMD) of less than 10%/cm® , and - an enriched

deep layer, under the stripped surface layer, having a micro-defect concentration (BMD) of between 2. 10%cm® and 5.10'%cm®. The
invention also relates to a carrier substrate and a SOI structure including the carrier substrate.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'une structure SOI, comprenant les étapes suivantes : a) la fourniture d'un
substrat initial en silicium monocristallin, présentant une teneur en oxygene interstitiel comprise entre 15 et 27 ppma selon la norme
ASTM'79 et une résistivité inférieure & 200 ohms.cm, le substrat initial étant destiné a former un substrat support pour la structure
SOI apres avoir subi 1'étape b) subséquente : b) I'application d'une séquence de traitements thermiques au substrat initial alors qu'il
est dépourvu, au moins sur une face avant, d'une couche d'oxyde de silicium autre qu'éventuellement une couche d'oxyde natif, ladite
séquence consistant en : - un premier traitement thermique défini par un plateau a une température supérieure a 1200°C et inférieure
a1280°C et d'une durée comprise entre 1 seconde et 60 secondes, par une rampe de descente en température comprise entre 10°C/s et
70°C/s, et par une atmosphere de type argon ou argon-hydrogéne, suivi par - un deuxiéme traitement thermique défini par un plateau a
une température comprise entre 900°C et 1100°C, sans palier avant cette température, sous atmosphere neutre ou oxydante, pour former
un substrat support comprenant : - une couche de surface dénudée, d'épaisseur supérieure a 40 um et présentant une concentration

en micro-défauts (BMD) inférieure a 108/cm3, et - une couche profonde enrichie, sous la couche de surface dénudée, présentant une

concentration en micro-défauts (BMD) comprise entre 2.10%cm’ et 5.10'%cm®. L'invention concerne également un substrat support
et une structure SOI incluant ledit substrat support.



